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Pr0.7Ca0.3MnO3 などのペロブスカイト型酸化物（ABO3）の薄膜にパルス電場を印加すると、

電気抵抗が大きく変化する現象が知られている[1]。Pt などの金属電極でペロブスカイト型酸化物

薄膜をはさむ形で基板上に堆積させたサンドイッチ構造試料に室温、ゼロ磁場下でわずか±5V、

100ns のパルス電場を印加することにより、1700%以上の抵抗変化が得られることが報告された。

変化はパルスの符号に応じて可逆的であり、またパルスを印加してから 2×105s 後も変化した抵

抗値が保持されたことから次世代不揮発メモリー（RRAM）への応用が期待されている。しかし、

この抵抗変化の発現機構は解明されておらず、未解明な点が多い。現時点で Pr0.7Ca0.3MnO3の他

に、Cr をドープした SrTiO3[2]などで現象が確認されていることをふまえ、我々は別のペロブス

カイト型酸化物薄膜を用い抵抗変化の有無を確認することにした。 
 本研究ではまず Nd0.7Ca0.3MnO3薄膜試料によ

る研究を行った。SrTiO3 基板上に直接成長させ

た薄膜試料を 2θ-θ法による X 線回折で調べた

結果、c 軸配向であることがわかった。次にこの

試料の上部に Pt、Al を電極として蒸着し、パル

ス電場印加後の抵抗測定をおこなった。この結果、

印加するパルスの幅を長くするほど抵抗の変化

率が大きくなることがわかった（Fig. 1）。 
 ペロブスカイト型 Mn 酸化物には電子が 3d 軌

道のどの軌道に入るかという自由度があるが、

LaCoO3にはこの自由度がない。このことに注目

し、我々は La1-xSrxCoO3（x=0 および x=0.15）
による研究を行った。今度は SrTiO3基板上にあ

らかじめ Au を蒸着しておき、その上から薄膜を

堆積させた。薄膜上部にも金属を蒸着し、サンド

イッチ構造にして同様の測定をおこなったとこ

ろ、上部電極として Al を用いた場合に大きな抵

抗変化を得ることができた（Fig. 2）。Al が酸化

されやすい金属であることから、接触界面におけ

る酸素のやり取りが現象の発現に関与している

と考えられる。 
 以上より、LaCoO3でも抵抗変化が得られたこ

とから軌道の自由度が現象発現の要素ではない

ことが示された。 
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Fig. 1 パルス幅と抵抗変化 

Fig. 2  LaCoO3における抵抗変化 
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